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本研究の目的は、酸化物薄膜を用いて機能性光電デバイスシステムにおける新規な高密度

情報ストレージデバイスの開発を行うことにある。情報処理システムが高性能化すれば蓄え

られる情報量は膨大になり、特に本研究で目指すシステムでは、情報処理を行うための信号

処理システムが光ベースで行なうことを目指すため処理速度は従来の電子を扱う情報処理シ

ステムと比較し格段に高速化され、それに伴う情報の蓄積量は飛躍的に増大する。その要求

を満たすためには従来の記録デバイスでは限界が生じ、新規な発想に基づく情報ストレージ

システムの構築が不可欠となる。そのためには、２次元記録方式から３次元記録方式へ、さ

らに２値記録方式から多値記録方式など飛躍的に情報量が増大するシステムを開発する必要

がある。そこで、本研究では、まず３次元記録として多層光記録方式の開発を行った。これ

は電界の極'性をある方向に印加するとレーザー光に反応する記録層と電界を印加することを

目的とした透明な電極層とを交互に多層に積み重ねる積層構造で可能となる。つまり電界印

加の極`性依存で光学変化が可逆性を有するある種のエレクトロクロミック材料などが候補に

挙げられるが、さらに書き込みレーザー光で光学変化が生じる記録層であること、さらに電

界印加の極`性を反転し書き込みを消去する機能を有することなど記録膜に対しての要求を満

たさなければならないため、開発に成功すれば大きな成果が期待できる。次にさらなる記録

密度の向上は従来の２値記録から多値記録への展開となるが、本研究では電界印加と光記録

システムと重畳する過程において電界変化で光反応の制御が可能となり、多段階調の光記録

マークの書き込みができ読み取り時の反射率変化の多値化で多値記録に対応できる画期的な

システムを完成することを目指した。

具体的には既存のPLD法用の実験装置を活用し、まず光記録膜の成膜技術の最適化を行な

う。エレクトロクロミック材料と呼ばれる酸化物薄膜の－種を20～５０，ｍの膜厚に精度良く

(誤差５％以内)成膜させた。また､電界印加がない場合の透過率は100層積層(2000,m～5000

,ｍ）を考慮し、できるだけ高い透過率を目指す必要がある。一方、電極となる透明導電膜で

は、従来から良く使われるITOはインジウムの枯渇問題があるため酸化亜鉛系を用い、膜厚

は極限まで薄くしなければならないため室温で透過率が大きく抵抗率の低い膜が要求される。

具体的には膜厚が１００，m程度で透過率は90％以上、抵抗率は３×lO-4Q.ｃm以下、そして表

面平均荒さRaの値は、０．５ｎm以下を目指した。

これらの研究成果は、たとえばJ・Vac､SocJpn・Vol,５１．No.３．２００８．ｐ・’８８－１９１．など

数編の学術論文に掲載されている。

尚、本研究の一部は大阪産業大学産業研究所平成19年度分野別研究費で行った。
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